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本研究分野であるシステム LS Iメモリの背景について述べ、本研究目的を明らかにした。 
第２章 システム LS Iメモリの高性能化 

























第３章 システム LS Iメモリの高機能化 
システム LS Iメモリの微細化、高集積化は、システム LS I全体の信頼性保証と歩留まりに直
接影響を及ぼすようになり、コスト低減の要求も複雑に絡む。本研究は、高集積状態でも効率
的に歩留まりの向上が可能であるフレキシブル冗長とシフト冗長を提案し、ソフトエラーの発生



















４）内蔵型リペアアナライザ（C RES T A）は、リペア可能なチップを100%の検出能力でロウ系／コラ
ム系の複数の冗長数に対してもリアルタイムに解析処理し、32Mビット混載DRAMモジュール
に対応する4セットのCREST Aを0.15µmプロセスを用いて試作検証した。 










２） 新規高速レベル変換回路、プリブーストV DC 回路方式、アレイ信号分散駆動方式を提案




（Auto Burn-In）テスト機能、S C AN テスト手法、ダイレクトAC 測定手法の採用により、メモリ
モジュール部試験をロジック部試験に集約実施テストコスト削減することができた。 
４） 本開発モジュールは 64Mビット大容量 DRAMを混載したHDT V 用 MPEG2エンコーダLS I
に適用し、小サイズ（99.71mm2）、低消費電力（従来比 50%）を実機検証した。 






1) 書き込み時間及び、ライト／リー ドにおける動作電流が S RAM 並みに小さくでき、低消費電
力メモリとしてシステムLS I特に携帯機器向けに応用が可能であることを確認した。 
２) MRAM の製造工程は、従来の不揮発性メモリと異なり、低温処理が可能でロジックプロセス
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